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当前，新一代人工智能、无线通信、类脑计算

与感知等前沿信息技术领域快速发展，持续推动着

全球经济社会的智能化变革进程。铁电薄膜凭借其

优异的介电、压电、电光及多铁等丰富的功能特性，

在集成电子与光电子器件中发挥着不可替代的作

用，已成为支撑新一代信息技术发展的关键战略材

料。从智能终端的存储芯片到数据中心的高速光电

接口，从神经形态计算的仿生器件到感存算一体的

芯片架构，新型铁电薄膜均展现出广阔的应用前景。

然而，该领域仍然面临诸多重大科学问题与技术瓶

颈亟待突破。 
在新型氧化铪(HfO2)基铁电薄膜的研发方面，

尽管学界已通过掺杂、应变工程、氧空位调控及界

面设计等手段，成功诱导并稳定了氧化铪的亚稳铁

电相，但其铁电性的物理起源与相稳定机制的理论

框架仍未完全建立。值得关注的是，氧化铪基薄膜

的铁电相具有亚稳特性且矫顽场较高，这一特性虽

有助于提升器件性能，但也对服役稳定性与耐久性

提出了挑战。其高矫顽场的本质成因、铁电畴形态

演化规律、翻转动力学机制、疲劳失效机理及优化

策略，仍是当前研究的核心问题。此外，如何在晶

圆级尺寸下实现纳米尺度晶粒的性能均匀性调控？

如何通过材料设计与器件结构创新，开发出兼具综

合性能优异、可大规模集成特性的高密度存储、超

低功耗逻辑、神经形态计算以及感存算一体功能器

件？这些问题亟待突破。 
另一类重要的研究对象是无机钙钛矿体系铁电

薄膜，其在规模化器件应用中面临与硅基 CMOS 工

艺兼容的关键挑战。如何基于分子束外延、脉冲激

光沉积、溅射等先进技术，突破大尺寸硅晶圆衬底

上的薄膜外延工艺瓶颈？作为新一代集成光子器件

的潜在材料平台，目前钛酸钡(BaTiO3)薄膜中普遍

存在电光性能劣化现象，其深层机制原因有待厘清；

进一步，通过材料设计与工艺控制的协同优化，能

否同步提升其电光系数与居里温度？更具前沿探索

性的是，如何设计制备具有新颖拓扑畴结构的铁电

薄膜、超晶格，并利用其涌现的超常规介电、电光及

非线性光学特性，开发高效率、多维度、可重构的

光场调控器件？这些问题的解答，将有力推动无机

钙钛矿铁电薄膜从实验室研究向实际应用的跨越。 
为系统应对上述挑战，促进铁电薄膜与信息器

件的交叉融合创新，深化我国在新一代信息技术领

域的材料研究与创新应用，在中国科学技术协会指

导下，中国硅酸盐学会联合相关单位，于 2025 年 7
月 27 日在北京第二十七届中国科协年会期间，成功

举办了“面向新一代信息技术应用的铁电薄膜与器

件”专题论坛。本次论坛聚焦铁电薄膜的材料设计与

模拟、规模化制备技术、先进表征手段及其在信息

领域的器件应用等核心议题，汇聚了包括 2 位中国

科学院院士在内的 70 余位来自高校、科研机构及知

名企业的专家学者，通过十余场主旨报告与平行讨

论环节，展开了深度的学术交流与技术研讨。与会

专家围绕各议题达成重要发展共识，为中国信息安

全战略保障与信息产业升级提供了材料创新的路径

与策略。 
为进一步传播本次论坛的学术成果，促进铁电

薄膜与器件领域的学术交流与合作，《硅酸盐学报》

特别策划并出版了“面向新一代信息技术应用的铁

“面向新一代信息技术应用的铁电薄膜与器件”专题编者按 
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电薄膜与器件专题”。本专题收录了 3 篇综述和 7 篇

研究论文，内容涵盖 HfO2 基铁电薄膜铁电性能调

控、BaTiO3电光薄膜制备工艺、BiFeO3 薄膜畴结构

与光学性质表征、铁电畴壁存储器等方面的研究成

果，系统呈现了铁电薄膜领域的国内外研究现状、

前沿创新成果及未来发展趋势，为领域内科研工作

者提供了重要的参考资料与研究启示。 
最后，衷心感谢各位作者、审稿专家及编辑团

队对本专题的辛勤付出。期待本专题内容能够为中

国铁电薄膜与信息器件研究领域的未来发展提供有

益借鉴，共同推动我国在该领域的基础研究、技术

突破与产业升级。 
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